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前　　言

　　本标准的附录Ａ、附录Ｂ和附录Ｃ均为资料性附录。

本标准由中国科学院提出。

本标准由全国纳米技术标准化技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ２７９）归口。

本标准负责起草单位：国家纳米科学中心。

本标准参加起草单位：北京工商大学、武汉大学、武汉珈源量子点技术开发公司。

本标准主要起草人：葛广路、刘忍肖、嵇天浩、庞代文、朱晓波、高洁、赵蕊。
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引　　言

　　半导体纳米晶体（又称量子点、半导体量子点）是由半导体材料（如ＣｄＳｅ、ＣｄＴｅ等Ⅱ～Ⅵ族或ＩｎＰ、

ＩｎＡｓ等Ⅲ～Ⅴ族化合物）组成的、尺寸在１ｎｍ～１００ｎｍ之间的纳米材料，其中硒化镉（ＣｄＳｅ）纳米晶体

具有优良的尺寸及形状可控性，是研究最多、最有代表性的一类。半导体纳米晶体因量子尺寸效应的存

在表现出尺寸相关的光学和电学性质。与传统的有机染料分子荧光探针相比，半导体纳米晶体的光谱

性质具有明显的优势：激发波长宽且连续分布，发射波长范围却很窄，使多波长同时观察成为可能；发光

强度高，光化学稳定性更好，十分有利于长时间对细胞内多生命现象的动态变化进行观察。基于上述性

质，半导体纳米晶体在药物筛选、生物标记、细胞示踪、流式微流控芯片免疫分析、快速诊断增敏等方面

开始得到广泛应用。

紫外可见吸收光谱法（ＵＶＶｉｓａｂｓｏｒｐｔｉｏｎｓｐｅｃｔｒｏｓｃｏｐｙ）是利用物质分子对紫外可见光的吸收光

谱，对物质的组成结构及含量进行分析测定的一种实验室常用分析方法，可实用而便利地对半导体纳米

晶体的光学性质进行表征，并获得其结构信息。用紫外可见吸收光谱法对其进行光谱测定时，特征吸

收峰值和摩尔吸收系数与粒子粒径有直接的对应关系。在已知每摩尔半导体纳米晶体吸收系数（ε）的

前提下，由郎伯比尔定律（犃＝ε犆犔）可简便而准确地计算量子点纳米晶体在分散液中的摩尔浓度。

Ⅱ

犌犅／犜２４３７０—２００９



硒化镉量子点纳米晶体表征

紫外可见吸收光谱方法

１　范围

本标准规定了硒化镉（ＣｄＳｅ）量子点纳米晶体的紫外可见吸收光谱表征方法。

本标准适用于由表面活性剂分子———正三辛基氧膦（ＴＯＰＯ，Ｔｒｉｏｃｔｙｌｐｈｏｓｐｈｉｎｅ）包覆的硒化镉量

子点纳米晶体在正己烷中形成的分散液。其他表面活性剂分子包覆的硒化镉量子点纳米晶体在各种非

极性试剂中形成的分散液、在水相体系中合成的硒化镉量子点纳米晶体及其他组成的半导体量子点纳

米晶体的紫外可见吸收光谱表征也可参照本标准执行。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ９７２１—２００６　化学试剂　分子吸收分光光度法通则（紫外和可见光部分）

ＧＢ／Ｔ１９２６７．２—２００３　刑事技术微量物证的理化检验　第２部分：紫外可见吸收光谱法

ＧＢ／Ｔ１９６１９—２００４　纳米材料术语

ＪＪＧ１７８—２００７　紫外、可见、近红外分光光度计检定规程

３　术语和定义

ＧＢ／Ｔ１９６１９—２００４确立的以及下列术语和定义适用于本标准。

３．１

量子点纳米晶体　狇狌犪狀狋狌犿犱狅狋狀犪狀狅犮狉狔狊狋犪犾狊

在常温下具有量子尺寸效应的纳米晶体。

注：量子尺寸效应定义见ＧＢ／Ｔ１９６１９—２００４的３．３．３。

３．２

带边吸收峰　犫犪狀犱犲犱犵犲犪犫狊狅狉狆狋犻狅狀狆犲犪犽

半导体紫外可见吸收光谱中由电子从价带顶至导带底跃迁所产生的吸收峰。

注１：吸收峰定义见ＧＢ／Ｔ９７２１—２００６的３．１。

注２：对于半导体纳米晶体，带边吸收峰也可称为第一激子吸收峰。

４　方法原理

４．１　紫外可见吸收光谱

通过试样的入射光强度（犐）与其入射前初始强度（犐０）的比值犐／犐０ 称为试样的透光率（犜），通常以百

分数形式表示。由郎伯比尔定律（ＬａｍｂｅｒｔＢｅｅｒ’ｓＬａｗ），吸光度（犃）可表示为－ｌｇ（犜）。对特定化合

物来说，当其外层电子或价电子选择性吸收紫外可见光波段（２００ｎｍ～７６０ｎｍ）的能量，实现由基态到

激发态、由低能级到高能级的跃迁时，会产生特征吸收，可得到试样吸收率与波长的对应曲线，称之为紫

外可见吸收光谱。紫外可见吸收光谱是化合物结构解析及定量分析的常用表征手段。

４．２　半导体量子点纳米晶体的紫外可见吸收光谱

半导体量子点纳米晶体的紫外可见吸收来自于纳米晶体中电子由价带到导带的跃迁，即带间吸收
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